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Die f olgenden Angaben stnd den vom Anmelder etngereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Anordnung mit Transistor-Funktion 

® Bei einer Anordnung mit Transistor-Funktion, insbe- 
sondere einem Bauelernent, mit einer Gate-Elektrode, ei- 
nern Gate-Dielektrikum, einer Source- und einer Drain- 
Elektrode sowie einer Schicht aus wenigstens einer la- 
dungstransportierenden organischen Substanz ist die la- 
dungstransportierende organische Substanz elektroche- . 
misch wenigstens zweimal anodisch reversibel oxidier- 
bar oder wenigstens zweimal kathodisch reversibel redu- 
zierbar und mindestens in einem Losemittel IdsMch und 
weist ein Molekulargewicht bis zu 2000 g/mol auf. 
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Beschreibung 



Die Erfindung bctrifft cine Anordnung, insbesondere ein 
Bauelement, mil Transistor-Funktion, die eine Gate-Eiek- 
trode, ein Gate-Dielektrikuni, eine Source- und eine Drain- 5 
Elektrode sowie eine Schicht aus wenigstens einer ladungs- 
iransportierenden organiscben Substanz aufweisL 

Bauelemente mit Transistor-Funktion sind in vieifalugen 
Ausfuhrungsfonnen bekannt. Eine dieser Ausruh ru ngsfor- 
men stellt der typ des Feld-Effekl-Transistors (FET) dar. In io 
der Technologie der Akuv-Matrix-Hu^igkristall-Anzeigen 
("Active Matrix Liquid Crystal Displays" AM-LCDs) hat 
dabei eine Ausfuhrungsform erhebliche Bedeutung erlangt, 
die im allgemeinen als DQnnfilmtransistor ("Thin Film 
Transistor" = TFT) bezeichnet wind. 15 

Als aktives Halbleitermaterial dient bei DunnfUmtransi- 
storen ubticherweise Siuzium in einer seiner Erscheinungs- 
formen, beispielsweise amorphes Siiizium bei AM-LCDs; 
es kann beispielsweise aber auch Galliumarsenid verwendet 
werden. Die. Herstellung deraniger Transistoren ist jedoch 20 
vergleichsweise aufwendig und teuer. AuBerdem schranken 
bei der Herstellung auftretende hohe ProzeBternperaiuren 
die moglichen Einsatzbereiche ein. Die Verwendung von 
flexiblen Foliensubstraten wiirde zwar prinzipiell die Her- 
stellung flexibler Display-Foben erlauben, geeignete Foiien 25 
weisen bislang allerdings nicht die erforderlicbe Tempera- 
turstabiutat auf. 

Bekannt sind auch Dunnfttmtransistoren, bei denen orga- 
nische Materialien als akuves Halbleitermaterial eingesetzt 
werden. Diese Transistoren werden ublichcrweise als "Or- 30 
ganische Transistoren*' (OTs) bezeichnet Da ihre Funku- 
onsweise Analogien zur Funkuon von konvenuonellen 
Feld-Effekt-Transistoren (FETs) aus Siiizium aufweist, fin- 
det sich dafur hau&g auch der Begriff "Organische Feld-Ef- 
fekt-Transistoren" (OFETs). 35 

Ferner sind OTs bekannt, bei denen nicht nur der aktive 
Halbleiter aus einem organischen bzw. polymeren Material 
besteht, sondern auch die weiteren zur Funktion notwendi- 
gen Komponenten, wie Eektroden und Dielektrikum, ganz 
oder teilweise aus organischen bzw. polymeren Materialien 40 
aufgebaut sind. Besteht ein Bauelement mit Transistor- 
Funktion voilstandig aus organischen Materialien, so wird 
es als "All-Organic Thin Film Transistor" bezeichnet. 

Organische Transistoren kbnnen auf flexiblen Substraten • 
(KunststofT-Folien) hergestellt werden. Damit realisierbare 45 
flexible elektronische Schaltungen kbnnen in vietialtigen 
Anwendungsformen zum Einsatz gelangen, wie Chipkarten 
bzw. Smart Cards, Transponder und flexible Displays. Orga- 
nische Transistoren weisen dariiber hinaus weitere Vorteile 
auf, und zwar in bezug auf die Herstellungskosten: Da ihre 50 
Herstellung mit einfachster ProzeBtechnik (Fliissigphasen- 
prozesse, wie Aufschleudem und Drucktechniken) unter 
Umgehung aufwendiger Vakuum-Deposiuonsverfahren 
moglich ist, ist eine deutliche Kostenreduzierung insbeson- 
dere bei der Herstellung einfacher und einfachster elektroni- 55 
scher Schaltungen geringer Komplexitat erreichbar. 

Je nachdem, ob im Halbleiter bevorzugt positive Ladun- 
gen ("Locher) oder negative Ladungen ("Elektronen") trans- 
portiert werden, liegen p-Kanal-Transistoren bzw. n-Kanal- 
Transistoren vor. Beide Ausfuhrungsforrnen (p-Typ und n- 60 
Typ) gibt es sowohl bei konvenuonellen Feld-Effekt-Transi- 
storen aus Siiizium oder Galliumarsenid als auch bei organi- 
schen Transistoren. 

Es ist bekannt. daB organische Funklionsschichten, insbe- 
sondere die organischen Halbleiter, durch unierschiedliche 65 
Depositions verfahren aufgebracht werden konnen. Fur or- 
ganische bzw. poiymere Materialien, die nur iiber eine sehr 
gennge oder keine Loslichkeit in einein geeigneten Lose- 



mittel verfiigen, wird bevorzugt das Verfahren des thermi- 
schen Verdampfens im Hochvakuum angewandL Der Pro- 
zeB des thermischen Aufdampfens ist jedoch vergleichs- 
weise aufwendig und kostenintensiv. 

Wesentlich einfacher und kastengunsnger ist das Auf- 
bringen durch bekannte Hussigphasenprozesse, wie Auf- 
schleudem von geeigneten Losungen oder Drucktechniken. 
Voraussetzung fur Fliissigphasenprozesse ist eine ausrei- 
chende Loslichkeit der organischen Halbleitermaterialien in 
geeigneten Losemitteto. Die zugrundeliegenden Fertigungs- 
verfahren sind in diesem Fall besonders einfach und damit 
kostengunstig. 

Gegen eine kommerzielie Nutzung von organischen 
Dunnfilmtransistoren spricht bisher die Tatsache, daB die 
Bauelemente noch nicht iiber eine fur den praktischen Ein- 
satz ausreichende Stabilitai verfugen; diese Tatsache ist dem 
Fachmann bekannt (siebe dazu beispielsweise: "Applied 
Physics Utters", Vol. 71 (1997), Seiten 3871 bis 3873). 

Fur organische Transistoren sind folgende Herstellungs- 
verfahren bekannt, die insbesondere das Aufbringen der ak- 
tiven organischen bzw. polymeren Halbleiterschicht betref- 
fen: 



- Vakuumdeposition 

In organischen Transistoren werden haufig organische 
Halbleitermaterialien in Form funknoneller Molekiiie 
verwendet, die in geeigneten Losemitteln nicht loslich 
sind und deshalb nur durch Vakuumdeposition, d. h. 
Verdampfen im Hochvakuum, beispielsweise durch 
thennisches Verdampfen oder durch "Pulsed Laser De- 
position", aufgebracht werden konnen (siefae dazu bei- 
spielsweise: EP-OS 0 825 657; "IEEE Electron Device 
Utters", VoL 18 (1997), Seiten 606 bis 608; "Applied 
Physics Letters", \fcL 69 (1996). Seiten 3066 bis 3068). 
Diese Herstellungsverfahren sind aber - aus Griinden 
der ProzeBsicherheit sowie der Prozefikontrolle und 
vorrangig aus Kosten griinden - fur eine GroBserienfer- 
tigung wenig geeignet 

- Aufbringen aus flussiger Phase mit anschlieBender 
chemischer Konversion 

Organische Substanzen, auch Poiymere, konnen aus 
flussiger Phase durch bekannte Verfahren aufgebracht 
werden (Aufschleudem, Druckverfahren). Hierbei han- 
delt es sich aber urn Materialien, die in losucher Form 
noch keine geeigneten Halbleilereigenschaften aufwei- 
sen. Die entsprechenden Materialien mit den geforder- 
ten Halbleitereigenscbaften dagegen sind in geeigneten 
Losemitteln unloslich. Diesem Problem wird in der 
Weise begegnet, dafi die loslichen nicht-halbleitenden 
Substanzen durch einen cbemiscben Konversionspro- 
zeB in unlosliche Halbleiter ubergefuhrt werden (siehe 
dazu beispielsweise: "Science", VoL 270 (1995),* Seiten 
972 bis 974). Nachteilig ist hier aber, daB entweder ag- 
gressive und urawelischadliche ProzeBgase, wie Chlor- 
wasserstoff (HC1), verwendet werden mussen oder daB 
beim KonversionsprozeB toxische Reaktionsprodukte 
(Eiiminierungsprodukte) gebildet werden. 

- Aufbringen aus flussiger Phase ohne chemische 
Konversion 

Insbesondere halbleitende Poiymere kfinnen zwar aus 
Losungen. d. h. durch Fliissigphasenprozesse, wie Auf- 
schleudem. verarbeitet werden, allerdings sind die er- 
•zielbaren Transistoreigenschaften fur prakusche An- 
wendungen nicht ausreichend. Der Grund liegt darin, 
daB mit halbleitenden KunststofTen bislang keine ho- 
hen molekularen Ordnungsgrade erzielt werden kbn- 
nen. Hohe molekulare Ordnungsgrade sind aber fur die 
Transistor-Charakterisuk besonders vorteilhaft (siehe 
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dazu beispielsweise: "Journal of Applied Physics", Vfol. 
75 (1994), Scitcn 7954 bis 7957). 

Aufgabc der Erfindung ist cs, cine Anordnung (mil Tran- 
sistor-Funktion) der cingangs genannten Art mit wenigstens 5 
einer ladungstransportierenden organischen Substanz, d. h. 
eincm organischen Halbleiter, anzugeben, die kostengunstig 
hergestellt werden kann und gule Transistorcigenschaften, 
insbesondere cine bohe Stabilitat, besitzt 

Dies wird erfiridungsgemaB dadurch erreicht, daB die la- 10 
dungstransportierende organische Substanz clektroche- 
misch wenigstens zweimal anodisch reversibel oxidierbar 
oder wenigstens zweimal kathodisch reversibel reduzierbar 
ist, mindestens in einemLosemitte! loslich ist und ein Mole- 
kulargewicht bis zu 2000 g/mol aufweisL 

Eine organische Substanz der vorstehend genannten Art, 
die zum Transport elektrischer Ladungen (Locher oder 
Eleklronen) fahig ist, d. h. ein organischer Halbleiter, der p- 
leitend oder n-leitend ist, besitzt ein bestimmtes Eigen- 
schaftsprofil:. 20 

- Die Substanz weist eine ausreichende Redoxstabili- 
tat auf: Zum Transport posiuver Ladungen (Locher), 
d. h. im Falle eines p-Kanal-Transistors, mufi die Sub- 
stanz wenigstens zweimal anodisch reversibel oxidier- 25 
bar sein. Dies bedeutet, daB im Cyclovoltammogramrn, 
aufgenommen bei Raumtemperatur in einem inerten 
Losemittel, wenigstens zwei chemisch reversible Oxi- 
dationswellen auftreten. Zum Transport negauver La- 
dungen (Elektronen), d.h. im Falle eines n-Kanal- 30 
Transistors, muB die Substanz wenigstens zweimal ka- 
thodisch reversibel reduzierbar sein. Dies bedeutet, daB 
im Cyclovoltammogramrn, aufgenommen bei Raum- 
temperatur in einem inerten Losemittel, wenigstens 
zwei chemisch reversible Redukuonswellen auftreten. 35 

- Die Substanz weist mindestens in einem Losemittel 
eine ausreichende Loslichkeit auf und eignet sich damit 
fur eine Flussigphasenprozessierung. 

- Die Substanz besitzt ein Molekulargewichl von 
hochstens 2000 g/mol. Gute Transistorcigenschaften 40 
werden dann erreicht, wenn der organische Halbleiter 
einen hohen molekularen Ordnungsgrad besitzL Dies 
ist bei funktionellen Substanzen der Fall, deren GroBe 
bzw. Molekuiargewicht den genannten Wert nicht 
ubersteigt 45 

Es wurde namlich uberraschenderweise gefunden, daB 
die Redoxstabilitat der ladungstransponierenden organi- 
schen Substanz ein wesentliches Kriterium fur die Stabilitat 
der Anordnung mit Transistor-Funktion darstelll. Dieses 50 
Stabilitatskriterium war bislang aber nicht bekannt (vgl. 
dazu: "Synthetic Metals", Vol. 87 (1997), Seiten 53 bis 59). 
Vorzugsweise zeigt die iadungstransportierende organische 
Substanz im Cyclovoltammogramrn mindestens wahrend 
zehn zeitlich aufeinanderfolgender Oxidations- bzw. Reduk- 
tionszyklen ein reversibles Vernal ten. 

Die Anordnung (mit Transistor-Funktion) nach der Erfin- 
dung wird auch als organischer Transistor bezeichnet. Dar- 
unter wird ein Transistor verstanden, in dem das aktive 
Halbleitermaterial aus einer organischen Substanz besieht. 
Die anderen Bestandteile, wie Elektroden und Dielektrikum, 
kdnnen sowohl aus organischen bzw. polymeren StofTen als 
auch aus anorganischen StofTen besiehen. Der organische 
Transistor nach der Erfindung umfaBt dabei alle Anordnun- 
gen in Hybridtechnik mit organisch-anorganischen Kornbi- 
nationen. 

Die Anordnung nach der Erfindung zeichnet sich dadurch 
aus, daB die Feldeffekt-Beweglichkeii mindestens 1 - 
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1(T* cm 2 /Vs betragL Diese Anordnung weist eine Schicht 
aus wenigstens einem organischen Halbleiter auf. Die Dicke 
dieser Schicbt betragt vorteilhaft zwischen 5 nm und 10 um, 
vorzugsweise zwischen 10 und 100 nm. 

Der organische Halbleiter ist vorteilhaft ein aromatischer 
Kohlenwasserstoff, eine heteroaromatische Verbindung 
oder eine Polyen- Verbindung, wobei diese Substanzen je- 
weils wenigstens einen loshchkeitsverrnittelnden Substitu- 
enten aufweisen. ^rzugsweise ist der organische Halbleiter 
ein Deri vat einer der folgenden Verbindungen: Benzol, 
Naphtbalin, Naphthacen, Pentacen, Biphenyl, Terphenyl, 
Quaterpbenyl, Quinquepbenyi, Sexiphenyl, Triphenylen, 
Chrysen. Pyren, Naphthalocyanin, Porphyrin, Perylen, 
Phenanthren, Truxen, Ruoren und Thiophen oder eine ent- 
sprechende aromatische Verbindung, in welcher ein oder 
mehrere Ringkohlenstoffatome durch Sauerstoff, Stickstoff 
oder Schwefel ersetzt sind. Gegebenenfalls konnen eine 
oder mehrere Doppclbindungen hydriert sein. 

Der loslichkeitsvermittelnde Substituent kann einer der 
folgenden Resie sein: C r bis CirAlkyl, C r bis Ci 2 -Alke- 
nyl, C 3 - bis C-rCycloalkyl, C 7 - bis Ci 5 -Aralkyl und C 6 - bis 
Cio-Aryl. Diese Reste konnen zusatzhch eine Alkoxy-, Car- 
bonyl-. Alkoxycarbonyl-, Cyano-, Halogen- oder Amino- 
gruppe tragen, wobei die Alkoxygruppen 1 bis 18 C-Atome 
aufweisen konnen. 

Fur die Anordnung mit Transistor-Funktion nach der Er- 
findung besteben insbesondere folgende Anwendungsmog- 
lichkeiten: 

- Elektronische Schaltkreise 
Diese Schaltkreise konnen gegebenenfalls logische 
Funktionen Oogisches UND, logisches ODER usw.) 
ausfuhrcn. Gegebenenfalls konnen auch weitere elek- 
tronische Bauelemente vorhanden sein, beispielsweise 
Dioden, Transistoren aus Silizium oder Galliumarsenid 
sowie passive Bauelemente, wie Spulen. Widerstande 
und Kondensatoren. Hierin enthalten sind auch alle 
Anordnungen, die Transistoren verschiedener Polaritai 
(n-TVp, p-TVp) enthalten. Gegebenenfalls konnen die 
verschiedenen Polaritaten mit unterschiedlichen Tran- 
sistor- Anordnungen realisiert werden, beispielsweise 
ein n-TVp auf Siliziumbasis und ein p-Typ entspre- 
chend der Erfindung. Anorganisch-organisch hybride 
Schaltkreise sind an sich bekannt (siehe dazu beispiels- 
weise: US-PS 5 625 199; "Applied Physics Letters", 
Vol. 69 (1996), Seiten 4227 bis 4229). 

- Chipkarten bzw. Smart Cards 

- Transponder bzw. ID Tags, d. h. Vorrichtungen zur 
elektronischen Idendfizierung von Gegensianden oder 
Lebewesen (Tiere, Pflanzen). 

Anhand von Ausfuhrungsbeispielen und einer Figur soil 
die Erfindung noch naher erlautert werden. 

In der Figur ist schernatisch im Schnitt eine Ausfuhrungs- 
form der Anordnung nach der Erfindung dargestellt, d. h. ein 
Dunnfilmtransisior. Auf einem Substrat 10 ist eine Gate- 
Elektrode 11 angeordnet. Als Substrat konnen sowohl starre 
Trager, wie Silizium-Wafer, als auch flexible Trager, wie 
KunststofT-Folien, eingesetzt werden, auBerdem kann das 
Substrat transparent sein (Glas, durchsichtige Kunststoff- 
Folie). Die Gale-Elektrode kann beispielsweise aus einem 
Metall, wie Gold, oder aus einem leitfahigen Kunsisioff, wie 
Polyanilin, bestehen. 

Die Gate-Elektrode 11 ist von einem Gate-Dielektrikum 
12 umgeben. Als Gate-DielekUikurn konnen sowohl anor- 
ganische als auch organische bzw. polyrnere Maierialien 
Verwendung finden. So kann beispielsweise ein anorgani- 
scher Isolator, wie Siliziumdioxid oder Siliziumnitrid. oder 
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ein isolierender Kunstsioff. wic Pdy(4-vinylphenol), einge- 
setzt werden. 

Auf dcm Gate-Dielektrikum 12 ist cine Source-Helctrode 
13 und cine Drain-Elektrode 14 angcordnct Fur diese Elek- 
trodcn konnen - ebenso wic bci dcr Gate-Elektrode - so- 5 
wohl anorganischc Materialien, beispielsweise Metalle, wic 
Gold, als auch organischc bzw. polymcic Maicrialien, bei- 
spielswcise leitfahige Polymere, wie Polyanilin, Verwen- 
dung finden. Die Eiektroden, cinschiiefiiich der Gate-Elek- 
trode, konnen auch im Mehrschichlverfahren aufgebaut sein 10 
und rnehrere vcrschicdenc Komponentcn umfassea. Es ist 
auch moglich, fur die einzelnen Eiektroden unterscniedlicbe 
Materialien zu verwenden. 

Zwischen der Source-Elektrode 13 und der Drain-Elek- 
trodc 14 ist eine Schichl 15 aus ciner iadungstransportiercn- 15 
den organischen Substanz, d. h. einem organischen Halblei- 
ter, angeordneL Diese Schichl kann eine oder rnehrere der 
vorstehend naher beschriebenen Verbindungen aufweisea. 



Beispiel 1 



20 



Die Oberflache eines Silizium- Wafers wird thennisch 
oxidiert, so daB eine Oxidschicht mil einer Dicke von 
400 nm entsteht; der Silizium- Wafer fungiert als Gate-Elek- 
trode, und die Oxidschicht ist das Gate-Dielektrikum. Auf 25 
den vorgewarmten Wafer wird eine Losung von 4,4"'"- 
Bis(n-octyl)-quinquephenyl aufgebracht (0,5%ige Losung 
in heiBem Chlorbenzoi). Nach dem Abtrocknen des U>se- 
mittels werden durch eine Schattenmaske zueinandcr parai- 
leie Gold-Elektroden aufgedampft (Langc der Gold-Elek- 30 
troden: 1 mm; Abstand der Gold-Elektroden voneinanden 
20 jim; Druck wahrend der Elektrodendeposition: 1 • 
10~ 5 mbar, Aufdampfrate: 0,5 bis 1 nm/s; Dicke der Gold- 
eiektroden: ca. 200 nm). 

Nach dem Aufbringen der GoM-Elektroden wird die 35 
Transistor-Anordnung mil einem Spitzen-MeBplatz kontak- 
tiert (Gold-Elektroden als Source- bzw. Drain-Hektroden, 
Silizium als Gate-Elektrode). Bei Anlegen einer Gate-Span- 
nung von -90 V zcigt das hergestellte Bauelemcnt die Funk- 
tion eines Feld-Effekt-Transistors. Die Feldeffekt-Beweg- 40 
lichkeit betragt etwa 1 • lO^cn^/Vs. 

Beispiel 2 

Die Oberflache eines Silizium-Wafers wird thermisch 45 
oxidiert, so daB eine Oxidschicht mil einer Dicke von 
400 nm entsteht; der Silizium- Wafer fungiert als Gate-Elek- 
trode, und die Oxidschicht ist das Gate-Dielekuikum. Auf 
die Siliziumdioxid-Schicht werden durch eine Schatten- 
maske zueinander parailele Gold-Elektroden aufgedampft SO 
(Lange der Gold-Elekiroden: 1 mm; Abstand der Gold- 
Elektroden voneinander: 20 urn; Druck wahrend der Elek- 
trodendeposition: 1 • l0~ 5 mbar, Aufdampfrate: 0,5 bis 
1 nm/s; Dicke der Goldelektroden: ca. 200 nm). Auf den 
vorgewarmten Wafer wird eine Losung von 4,4 ,w, -Bis(n-oc- 55 
tyl)-quinquepheny! aufgebracht (0,25%ige Losung in hei- 
Bem Chlorbenzoi). 

Nach dem Abtrocknen des Losemittels wird die Transi- 
stor-Anordnung rnit einem Spitzen-MeBplatz kontaktiert 
(Gold-Elektroden als Source- bzw. Drain-Elektroden, Sib- 60 
zium als Gate-Elekirode). Bei Anlegen einer Gate-Span- 
nung von -90 V.zeigi das hergestellte Bauelementdie Funk- 
tion eines Feld-EfTekt-Transistors. Die FeldcrTekt-Beweg- 
lichkeit betragt eiwa 1 • 10^cm 2 /Vs. 

Patentanspruche 



Bauelemcnt, rnit einer Gale-Hektrode (11), einem 
Gate-Dielektrikum (12), einer Source- und ciner Drain- 
Hektrode (13, 14) sowic einer Schichl (15) aus wenig- 
stens ciner ladungstransporuercnden organischen Sub- 
stanz, dadurch gckennzeichnet, daB die ladungstrans- 
portierende organische Substanz dektrochemisch we- 
nigstens zweimal anodisch rcvcrsibcl oxidiert ar oder 
wenigstens zweimal kathodisch reversibel reduzierbar 
ist, mindestens in einem Losemittei loslich ist und ein 
Molekulargewicht bis zu 2000 g/mol aufweist. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
oet, daB die Schicht (15) aus der ladungstranspomeren- 
den organischen Substanz eine Dicke zwischen 5 nm 
und 10 urn aufweist, vorzugsweisc zwischen 10 und 
100 MIL 

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die ladungstransportierende organi- 
sche Substanz ein aromauschcr Kohlenwasscrstoff, 
eine heteroaromauscbe Verbindung oder eine Polyen- 
Verbindung mil wenigstens einem loslichkeitsvermit- 
telnden Substituenten isL 

4. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB die ladungstrartsportierende organische Sub- 
stanz ein Deri vat einer der folgenden Verbindungen ist 
Benzol, Naphthaiin, Naphthaccn, Pentacen, BiphenyL 
Terphenyl Quaterphenyi, QuinquephenyL SexiphenyL 
Triphenylcn, Chrysen, Pyrcn, Naphthalocyanin, Por- 
phyrin, Perylen, Truxen, Ruorcn und Thiophen oder 
eine entsprechende aromatiscbe Verbindung, in wel- 
cber cin oder rnehrere Ringkohlenstoffatome durch 
Sauerstoff, Stickstoff oder Schwcfel ersctzt sind. 

5. Anordnung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge- 
kennzcichnet, daB der lostichkritsvernuttetode Substi- 
tuent eirierder folgenden Reste ist C r tis C«-AlkyL 
C r bis CirAlkenyl, C 3 - bis CVCycloalkylv C r bis 
Cir Aralkyl und Q- bis Ci(rAryl. 

6. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzcich- 
net, daB die Reste eine Alkoxy-, Carbonyl-, Alkoxycar- 
bonyl-, Cyano-, Halogen- oder Aminogruppe tragen, 
wobei die Alkoxygruppen 1 bis 18 C-Atome aufwei- 
sen. 

7. Elektronischer Schaltkreis, enthaltend wenigstens 
eine Anordnung nach einem oder mehreren der An- 
spruche 1 bis 6. 

8. Chipkarte, enthaltend wenigstens eine Anordnung 
nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 6. 

9. Transponder, enthaltend wenigstens cine Anord- 
nung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 6. 

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



1. Anordnung mil Transistor-Funkuon, insbesondere 
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